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в процессе осаждения TiO2 частично покрыт окисной пленкой. Во-вторых, на окисление частицы мо-
жет влиять наличие в вакуумной камере кислорода, необходимого для формирования TiO2-матрицы 
и приводящего к поверхностному окислению частицы.

По сравнению с поверхностной плотностью частиц Ag поверхностная плотность частиц Ti мала. 
Это связано с относительно низкой энергией катодного пятна, которая не превышает 300 Вт при дли-
тельности его существования около 5 мкс. 

Структурные свойства покрытий, содержащих частицы Ag в TiO2, изучались методами растровой 
электронной микроскопии и атомной силовой микроскопии (АСМ). Нами использован сканирующий 
зондовый микроскоп Solver P47 PRO (NT-MDT, Россия), работающий в полуконтактном режиме. По ре-
зультатам обработки АСМ-изображений установлено, что максимальное количество частиц Ag имеет 
размер в интервале 20 – 60 нм с поверхностной плотностью 90 –150 на 1 мкм2. Толщина покрытий, 
найденная с помощью АСМ-изображений профиля царапин поверхности структур, составляет около 
250 нм при времени осаждения 27 мин. Сравнение этих результатов с результатами [6], полученны-
ми по близкой методике, показывает следующее. Для структуры частицы Ti в TiO2 максимальное 
количество частиц имеет больший размер, который лежит в интервале 50 –150 нм, а поверхностная 
плотность почти на порядок ниже и находится в интервале 10 –15 на 1 мкм2. Это отличие размеров 
и поверхностной плотности частиц обусловлено различием теплофизических свойств материала ла-
зерной мишени.

Основной особенностью структур, содержащих частицы Ag в TiO2, является наличие полосы погло
щения, обусловленной поверхностным плазмонным резонансом. Обнаружено, что нанесение на по-
верхность структуры тонкого антикоррозионного защитного слоя TiO2 толщиной 10 нм увеличивает 

Рис. 2. РЭМ-изображение участка поверхности пленки Ag в TiO2 на Si-подложке (а)  
и распределение элементного состава поверхности по линии на этом изображении (б ):  

1 – Ag; 2 – Ti; 3 – O; 4 – Si
Fig. 2. SEM image of the surface of Ag film in TiO2 on Si substrate (а)  

and the elemental distribution on the surface along the corresponding line on the SEM image (b):  
1 – Ag; 2 – Ti; 3 – O; 4 – Si


